


Physics of MOS Transistors

CMOS Technology

• It possible to grow an n-well inside a p-substrate to create a 
technology where both NMOS and PMOS can coexist. 

• It is known as CMOS, or “Complementary MOS”. 
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Figura 3.9: Pasii principali necesari pentru 

generareai mastlor unei porti CMOS 
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NAND2 Layout
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CMOS NOR Gate
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Figura 3.8: Pasii principali necesari pentru 

generarea mastilor unei porti CMOS NOR2



Figura 3.8: Pasii principali necesari pentru generarea 

mastilor unei porti CMOS NOR2
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NOR2 Layout
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3-input NAND Gate
• Y pulls low if ALL inputs are 1
• Y pulls high if ANY input is 0
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Example: NAND3

• Horizontal N-diffusion and p-diffusion strips

• Vertical polysilicon gates

• Metal1 VDD rail at top

• Metal1 GND rail at bottom

• 32  by 40 



Sarcina tehnică la proiectul de an la disciplina „TPS VLSI”

De calculat dimensiunile și parametrii tranzistorilor, de simulat schema electrică

principială ce conține elementele CMOS, de elaborat topologia circuitului integrat, de

elaborat construcţia măştilor pentru realizarea circuitului şi de descris fişa tehnologică în

corespundere cu tehnologiile avansate CMOS, de prezentat vederea în secțiune a

tranzistorilor și elementelor CMOS. De prezentat fișierul de verificare a schemei și de testat

circuitele elaborate.
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Datele iniţiale pentru proiect:

1. Schema de principiu al circuitului constă din X elemente Și-Nu/ Sau - Nu

2. Coeficientul de ramificare Kram = 9

3. Capacitatea sarcinii Cs = 6 pF

4. Timpul de reţinere treț  = 5 ns

5. Tensiunea sursei de alimentare Us.a.= 9 V

6. Tensiunea „0” logic de ieşire Uieș
0=0,65 V

7. Tensiunea „1” logic de ieşire Uieș
1= 6.5 V

8. Rezerve de stabilitate la perturbaţii Upert = 0,75 V

9. Concentraţia impurităţilor în plachetă N0
n = 2·1015 cm-3

10. Concentraţia impurităţilor în regiunea p N0
p = 3·1016 cm-3

11. Concentraţia stărilor de suprafaţă Nsupr = 3·1011 cm-2

12. Mobilitatea electronilor µn = 470 cm2/(V·s)

13. Mobilitatea golurilor µp = 190 cm2/(V·s)

14. Diapazonul temperaturii de funcţionare T = -30 ˚C - +45 ˚C

15. Materialul grilei „poli Si”

16. Tehnica „LOCOS”
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